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大画面フラットパネルディスプレイの高精細・高輝度化に向けて、制御駆動素子である薄膜トラ

ンジスタ (thin-film transistor，TFT) の高性能化が喫緊の課題とされている。さらには次世代ディス

プレイとして期待されているフレキシブルディスプレイの応用においては、その TFT のチャネル層

材料は低温で形成されることが必須である。これらの材料としては高移動度を有し低温で形成可能

なアモルファス In-Ga-Zn-O (a-IGZO)が有望視されている。本研究では a-IGZO 薄膜をチャネル層に

用いた、低温で安定でかつ電気的特性を有する IGZO TFT の作製を念頭に、マグネトロン放電とそ

れに重畳した誘導結合プラズマをそれぞれ独立に制御し、スパッタ粒子の流束と薄膜の結晶性や組

成に影響する反応性粒子の流束を独立に制御可能なプラズマ支援反応性スパッタリング法を用いた

a-IGZO 薄膜の低温形成、およびこの薄膜を用いた TFT 作製および特性評価を行っている。これま

でに、高移動度を有する IGZO TFT の低温形成を目指して、プラズマ照射による低温ポストプロセ

スによる a-IGZO 薄膜の高品質化の研究を行ってきており、電界効果移動度が 42 cm2/Vs の高移動度

の IGZO TFT を作製することに成功している 1)。本研究では、製膜条件を変えた a-IGZO 薄膜にプラ

ズマ照射処理を行い、処理後の電気特性への影響を調

べた。Fig. 1 に未処理の IGZO 薄膜で作製した IGZO 

TFT と Ar-O2-H2 プラズマアニールを行なった IGZO 

TFT の電気特性の結果を示す。未処理の a-IGZO 薄膜

で作製した IGZO TFT と Ar-O2-H2 プラズマアニール

を行った後に作製した IGZO TFT と比べて、閾値電圧

が 16V 程度改善し、なおかつ移動度は 8.3 cm2/Vs か

ら 30.9 cm2/Vs と大幅な改善を示した。また製膜時の

製膜条件にかかわらず、プラズマアニール処理後の

IGZO TFT はほぼ一定の移動度に改善できることが明

らかとなった。詳細は講演にて。 

参考文献 1) K. Takenaka, M. Endo, G. Uchida, and Y. Setsuhara, Appl. Phys. Lett. 112, 152103 (2018).  

Fig.1. Typical transfer characteristics of as-deposited 

IGZO TFTs and plasma-treated IGZO TFTs. 
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